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Inventia se refera la fotoreceptori cu semiconductori, in special la receptori de radiatie ultravioletd, si poate fi
utilizatd in sisteme optoelectronice de determinare a intensitatii si dozei radiatiei ultraviolete emise de Soare sau de alte
surse folosite in medicina, agricultura si industrie.

Este cunoscut un fotoreceptor de radiatie ultravioletd cu barierd de potential superficiald pe baza
semiconductorilor A’B’, solutiilor lor solide si SnO, sau ITO cu heterojonctiune izotipa superficiald [1]. Acesti
fotoreceptori nu exclud complet influenta radiatiei vizibile si infrarosii la formarea fotocurentului.

Problema pe care o rezolva inventia este creare a unor fotoreceptor sensibili numai la radiatia ultravioleta.

Conform inventiei, problema tehnica se solutioneaza prin aceea ca In fotoreceptorul de radiatie ultravioletd
bariera de potential superficiala este divizatd in doud elemente identice, izolate electric unul de altul, unul din elemente
fiind acoperit cu un strat de material transparent pentru radiatiile vizibild si infrarosie si care absoarbe radiatia
ultravioleta.

Aceasta devine posibil prin faptul cd bariera de potential superficiald a fotoreceptorului de tip fotorezistor sau
fotodioda se divizeaza in doud elemente identice, izolate electric unul de altul. Unul din elemente este acoperit cu un
strat transparent pentru radiatia vizibila si infrarosie si absolut opac pentru radiatia ultravioletd. Fotoelementele se
conecteaza diferential la rezistenta de sarcina. Fotocurentul unui element este format de tot spectrul fluxului incident, iar
fotocurentul elementului al doilea - numai de componentele vizibild si infrarosie ale radiatiei solare. Conectarea
diferentiald a elementelor fotoreceptorului la sarcind produce excluderea din fotoraspuns a componentelor vizibild si
infrarogie comune pentru ambele elemente. Ca rezultat, fotoraspunsul fotoreceptorului va fi proportional numai cu
intensitatea radiatiei ultraviolete din fluxul incident. In asa mod, fotoreceptorul de radiatie ultravioleti poate fi
confectionat pe baza materialelor semiconductoare ieftine, cum ar fi siliciul, cu o structurd simpld sensibild in tot
intervalul spectral al radiatiei optice. Aceasta simplificd considerabil tehnologia de confectionare a senzorilor,
micsorand pretul lor de cost.

Rezultatul tehnic constd in compensarea reciproca a componentelor vizibila si infrarosie ale spectrului radiatiei.

Inventia se explicd prin desenele din fig. 1 si fig 2, care reprezinta:

- fig. 1, structura schematica a fotoreceptorului de tip fotodiodd cu structurd p-n cu rezistenta de sarcind
conectata,

- fig. 2, distributiile spectrale ale fotoraspunsurilor ambelor elemente ale fotoreceptorului.

Structura fotodiodei consta din regiunea p 1, regiunea n 2, divizata in doua parti egale de strat SiO, 3, contacte
metalice frontale 4, contact metalic pe verso structurii 5 si un strat de ZnS 6 ce acopera numai unul din cele doua
fotoelemente, care se conecteaza diferential la rezistenta de sarcind 7.

in continuare se di un exemplu de realizare a inventiei. Pe o plachetd ieftind din p-Si, prin oxidare termica se
formeaza un strat de SiO,. Utilizdnd metodele de fotolitografie si corodare chimica, stratul SiO, se inlatura de pe
suprafata fotoactiva, lasandu-1 numai sub forma de fasie, care divizeaza suprafata in doud parti egale. Jonctiunea p-n se
formeaza prin metoda difuziunii fosforului la o adancime de 0.1+0.3 mm. Deoarece stratul de SiO,, sub forma de fasie,
serveste ca masca prin care atomii de fosfor nu trec, jonctiunea p-n este divizata in doud parti egale, formand doua
elemente identice. Utilizind metoda evaporarii termice in vid, unul din elemente se acopera cu un strat de ZnS avand o
grosime de 1 mm. Contactele metalice sunt formate prin evaporare in vid a metalelor Al si Ni. Fotoreceptorul
confectionat are o constructie simpla, sensibilitate nuld in domeniul spectral A>0.4 mm, tehnologia de confectionare este
simpla si absolut compatibilad cu procesele tehnologice utilizate in industria dispozitivelor microelectronice. Pentru
confectionarea fotoreceptorilor de radiatie ultravioletd pot fi utilizate dispozitivele microelectronice, precum s§i practic
toate materialele semiconductoare cu banda energeticd interzisd E,< 6 eV.

In fig. 2 sunt prezentate distributiile spectrale ale fotoraspunsurilor ambelor elemente ale fotoreceptorului.
Fotocurentul I; al elementului | este creat de tot fluxul incident, format din componentele infrarosie, vizibila si
ultravioleta (curba ). Fotocurentul I, al elementului Il este format numai de componentele vizibild si infrarosie,
deoarece componenta ultravioletd este absorbitd complet in stratul de ZnS 6, care acopera fotoelementul II. Pe rezistenta
de sarcina 7 se formeaza fotoraspunsul proportional cu I;-I,, deci cu componenta ultravioleta din spectrul incident.
Astfel fotoreceptorul este sensibil numai la radiatia ultravioleta si, cu toate ca este confectionat din materiale ieftine,
are o constructie i o tehnologie de confectionare simpla, deci un pret de cost mic.



